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[はじめに]我々はカーボンナノチューブ膜を放熱材料としてエレクトロニクスデバイスに導入す

ることを目標として研究している。前回までに STEP 成長による高密度 CNT 膜が 260W/m・K

という従来のインジウムを使用した Thermal Interface Material [TIM]の約 5倍の熱伝導率を示

すことを報告した[1]。今回はこの高密度高熱伝導率 CNT 膜を用いて CNT-TIM を作製し放熱特

性を測定、評価した結果を報告する。 

[実験] CNT 成長は Si 基板上に STEP 成長により行った。この CNT 膜を用いて以下の手順で

CNT-TIMを作製した。CNT膜と銅リッドの間にインジウムシートを挟み、水素圧力 1KPa雰囲

気中で約 200℃に加熱する。冷却後 Si 基板を除去することで銅リッド上に CNT 膜が転写される

[図 1]。さらに転写された CNT膜とシリコン基板の間にインジウムシートを挟み、同様に水素雰

囲気中で加熱する。以上で CNT-TIMが完成する[図 2]。この CNT-TIMを熱電対法による熱抵抗

測定[図 3]を行った。 

[結果]熱抵抗の結果を表 1に示す。比較として従来ハンダ TIMのリファレンス結果を示す。従来

TIMの熱抵抗が 0.330℃/Wであったのに対し、CNT-TIMは 0.290℃/Wであった。CNT-TIMに

より従来比 12.1%の熱抵抗低減効果が確認された。今後接合プロセスの最適化を行うことで熱抵

抗値はより改善できると考えている。  
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表 1 

熱抵抗 Rth = ( Tj – Tc ) / Power 
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